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【緒言】ダイヤモンドは Siや SiCなどの半導

体材料と比べて、高いキャリア移動度、絶縁

破壊電界を持つなど極めて優れた物性を持つ

ことから、次世代のパワーデバイス材料とし

て期待されている。半導体デバイスの作製に

おいて、抵抗率が制御された高品質な基板が

必要である。しかし、現在市販されている一

般的なダイヤモンド基板は、抵抗率が極めて

高い半絶縁体基板のみである。本研究では、

抵抗率制御されたダイヤモンド自立基板の開

発に必要な、ホウ素ドープダイヤモンド膜の

高速成長技術の開発を目的とした。具体的に

は、球型共振器構造 MPCVD 装置を用いた高

パワー密度プラズマ[1]によりダイヤモンド

ホモエピタキシャル成長の高速化を狙った。 

 

【実験】高温高圧合成された Ib型単結晶ダイ

ヤモンド(100)基板上に、アリオス製共振器構

造 MPCVD 装置を用いてホモエピタキシャル

成長を行った。投入ガスには、水素、メタン、

トリメチルボロンを用いた。成長時のパワー

密度は 294 W/cm3と 807 W/cm3で行った。成

長速度は、成長前後の膜厚をマイクロメータ

ーで測定することにより算出し、抵抗率は 4

探針測定から求めた。 

 

【結果】図１にそれぞれのパワー密度におけ

る抵抗率対成長速度のグラフを示す。低パワ

ー密度(294 W/cm3)における成長では、どの抵

抗率においても成長速度はおよそ 1 μm/h で

あった。高パワー密度(807W/cm3)で成長する

と、低パワー密度で成長したほぼ同一の抵抗

率を持つ試料と比較して、成長速度はおよそ

8 μm/hまで増加し、8倍もの高速化に成功し

た。当日は厚膜成長の結果や自立化基板の結

果も加えて議論する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Growth rates of B-doped diamond (100) 

films as a function of the resistivity at R.T. 
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